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Томск – 2018 г. 
  Люминофоры на основе ИАГ активированные трехвалентным Се3+ имеют 
широкую область применения. Основное применение ИАГ люминофоры нашли в 
светодиодах белого света [1]. 
 Для получения белого света используют синий чип на основе кристалла InGaN и 
люминофор [2]. Люминофоры на основе ИАГ, в которых в качестве активатора 
используется Се3+, являются эффективным преобразователем для белых источников 
света. Общая формула ИАГ люминофоров A3B5O12:RE, где A − ионы РЗЭ, такие как Y, 
Tb, Lu, Yb, La, Gd. В ИАГ люминофорах максимум излучения находится в области 540-
560 нм [3]. Имеется множество работ [4-7], в которых приводится описание 
люминесцентных характеристик этих соединений, полученных с использованием 
различных технологий, режимов синтеза. Результаты исследований характеристик 
люминесценции часто существенно различаются. Это не позволяет установить наиболее 
перспективные направления повышения эффективности люминофоров.   
Настоящая работе посвящена изучению широкого круга ИАГ люминофоров, 
различающихся предысторией: разных производителей, разных технологий, с целью 
выявления наиболее общих закономерностей, зависимости люминесцентных 
характеристик от свойств люминофоров.  
Для исследований выбраны 27 люминофоров разной предыстории. Изучены 
основные свойства люминофоров: их морфология, элементный состав, структура 
микрокристаллов. Проведены исследования спектрального состава люминесценции, 
спектров возбуждения, кинетики люминесценции, цветовых характеристик серии 
люминофоров разной предыстории. 
Показаны основные связи люминесцентных характеристик выбранных 
люминофоров с их свойствами.  
Показано, что эффективность люминофоров определяется нанодефектами 
формулирующимися при синтезе 
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